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estudar as modificagdes causadas em filme de InSb (fabricados por da interface
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Para tornarmos nossa amostra porosa irradiamos com feixes de lons Au 20 —| ¥4
a 17Mev em temperatura ambiente (273K).
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InSb ndo irradiado apresenta estrutura praticamente amorfa.
Com a irradiagdo observa-se o aumento na amplitude dos
picos correspondentes a InSb Zincblend e o surgimento de
nanocristais de Sb.
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